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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和1年5月9日(2019.5.9)

【公開番号】特開2018-129523(P2018-129523A)
【公開日】平成30年8月16日(2018.8.16)
【年通号数】公開・登録公報2018-031
【出願番号】特願2018-52282(P2018-52282)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/60     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/62     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/60     ３１１Ｑ
   Ｈ０１Ｌ   33/62     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成31年3月20日(2019.3.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）　半導体構造と、前記半導体構造に接続された第１電極および第２電極と、を有す
る少なくとも１つの半導体素子が配置された支持体を準備する工程と、
（ｂ）　前記第１電極に対応する第１配線端子と、前記第２電極に対応する第２配線端子
と、を有する基台を準備する工程と、
（ｃ）　前記第１電極および前記第２電極の表面を連続して覆うように、前記支持体上に
第１金属層を形成する工程と、
（ｄ）　前記第１配線端子および前記第２配線端子の表面を連続して覆うように、前記基
台上に第２金属層を形成する工程と、
（ｅ）　前記第１電極と前記第１配線端子とを向かい合わせるとともに前記第２電極と前
記第２配線端子とを向かい合わせ、原子拡散接合により、前記第１電極と前記第１配線端
子とを電気的に接続するとともに前記第２電極と前記第２配線端子とを電気的に接続する
工程と、
（ｆ）　前記第１金属層および前記第２金属層において、前記第１電極と前記第１配線端
子との間の第１部分および前記第２電極と前記第２配線端子との間の第２部分以外の第３
部分を電気的に絶縁化する、または、除去する工程と、
を含む半導体装置の製造方法。
【請求項２】
　前記工程（ａ）において、前記半導体構造の第１主面側に接続された前記第１電極およ
び前記第２電極を有する前記少なくとも１つの半導体素子が、前記半導体構造の前記第１
主面と反対側の第２主面側で実装され、前記第１電極および前記第２電極の前記表面を露
出させるように第１絶縁層が形成された前記支持体を準備し、
　前記工程（ｃ）において、前記第１電極および前記第２電極の前記表面と前記第１絶縁
層の表面とを連続して覆うように、前記第１金属層を形成する、
請求項１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項３】
　前記工程（ｂ）において、前記第１配線端子および前記第２配線端子の前記表面を露出
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させるように第２絶縁層が形成された前記基台を準備し、
　前記工程（ｄ）において、前記第１配線端子および前記第２配線端子の前記表面と前記
第２絶縁層の表面とを連続して覆うように、前記第２金属層を形成する、
請求項２に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項４】
　前記工程（ｆ）において、前記第１金属層および前記第２金属層の前記第３部分を、酸
素ガスまたは水蒸気によって酸化させることにより、電気的に絶縁化する請求項１から３
のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項５】
　前記工程（ｆ）において、前記第１金属層および前記第２金属層の前記第３部分をエッ
チングにより除去する請求項１から４のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　前記工程（ａ）において、複数の前記半導体素子が配置された前記支持体を準備する、
請求項１から５のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　前記工程（ｆ）の後、前記基台を前記半導体素子ごとに個片化する工程を含む、請求項
６に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項８】
　前記第１金属層および前記第２金属層のそれぞれは、チタン、ジルコニウムまたはこれ
らの金属を主成分とする合金である請求項１から７のいずれか一項に記載の半導体装置の
製造方法。
【請求項９】
　前記第１金属層および前記第２金属層のそれぞれはチタンからなり、かつ、５ｎｍ以下
の厚さを有する、請求項１から７のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
（ａ）　半導体構造と、前記半導体構造に接続された第１電極および第２電極と、を有す
る少なくとも１つの半導体素子が配置された支持体を準備する工程と、
（ｂ）　前記第１電極に対応する第１配線端子と、前記第２電極に対応する第２配線端子
と、を有する基台を準備する工程と、
（ｃ）　前記第１電極および前記第２電極の表面を連続して覆って前記支持体に形成され
た第１金属層、および、前記第１配線端子および前記第２配線端子の表面を連続して覆っ
て、前記基台上に形成された第２金属層の少なくとも一方を形成する工程と、
（ｄ）　前記第１電極と前記第１配線端子とを向かい合わせるとともに前記第２電極と前
記第２配線端子とを向かい合わせ、表面活性化結合により、前記第１電極と前記第１配線
端子とを電気的に接続するとともに前記第２電極と前記第２配線端子とを電気的に接続す
る工程と、
（ｅ）　前記形成された前記第１金属層および前記第２金属層の少なくとも一方において
、前記第１電極と前記第１配線端子との間の第１部分および前記第２電極と前記第２配線
端子との間の第２部分以外の第３部分を電気的に絶縁化する、または、除去する工程と、
を含む半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記工程（ａ）において、前記半導体構造の第１主面側に接続された前記第１電極およ
び前記第２電極を有する前記少なくとも１つの半導体素子が、前記半導体構造の前記第１
主面と反対側の第２主面側で実装され、前記第１電極および前記第２電極の前記表面を露
出させるように第１絶縁層が形成された前記支持体を準備し、
　前記工程（ｃ）において、前記第１電極および前記第２電極の前記表面と前記第１絶縁
層の表面とを連続して覆うように、前記第１金属層を形成する、
請求項１０に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記工程（ｂ）において、前記第１配線端子および前記第２配線端子の前記表面を露出
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させるように第２絶縁層が形成された前記基台を準備し、
　前記工程（ｄ）において、前記第１配線端子および前記第２配線端子の前記表面と前記
第２絶縁層の表面とを連続して覆うように、前記第２金属層を形成する、
請求項１１に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記工程（ｅ）において、前記第１金属層および前記第２金属層の前記少なくとも一方
の前記第３部分を、酸素ガスまたは水蒸気によって酸化させることにより、電気的に絶縁
化する請求項１０から１２のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１４】
　前記工程（ｅ）において、前記第１金属層および前記第２金属層の前記少なくとも一方
の前記第３部分をエッチングにより除去する請求項１０から１２のいずれか一項に記載の
半導体装置の製造方法。
【請求項１５】
　前記工程（ａ）において、複数の前記半導体素子が配置された前記支持体を準備する、
請求項１０から１４のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１６】
　前記工程（ｅ）の後、前記基台を前記半導体素子ごとに個片化する工程を含む、請求項
１５に記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１７】
　前記第１金属層および前記第２金属層のそれぞれは、チタン、ジルコニウムまたはこれ
らの金属を主成分とする合金である請求項１０から１６のいずれか一項に記載の半導体装
置の製造方法。
【請求項１８】
　前記第１金属層および前記第２金属層のそれぞれはチタンからなり、かつ、５ｎｍ以下
の厚さを有する、請求項１０から１６のいずれか一項に記載の半導体装置の製造方法。
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